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У тонкоплівкових технологіях найбільшого поширення набув метод формування плівок у вакуумі, що заснований на іонному розпиленні. При використанні методу іонного розпилення матеріал мішені, що розпилюється, знаходиться при кімнатній температурі і бомбардується нізькоенергетичними іонами з плазми газового розряду. Найбільш ефективними і поширеними системами іонного розпилення є магнетронні системи. Методи магнетронного розпилення дозволяють створювати металеві, в тому числі особливо надпровідні та феромагнітні плівки, діелектричні плівки (як з діелектричних матеріалів, так і в атмосфері реактивних газів).

Для запобігання дугоутворення останнім часом набув розвинення метод імпульсного магнетронного розпилення - pulsed magnetron sputtering ( PMS ) [1, 2]. Імпульсний розряд постійного струму в області середньої частоти ( 10 - 250 кГц) захищає від утворення дуг і стабілізує процес реактивного магнетронного розпилення. При цьому мішень розпорошується при нормальній робочій напрузі (як правило, від -400 до -500 В) протягом тривалості імпульсу. 

Багатокомпонентні покриття AlN -TiSi2 осаджали на неполіровані зразки з нержавіючої сталі Х18Н10Т (10х30х1 мм) та на поліровані пластини з кремнію .

В якості імпульсного джерела живлення було застосоване джерело, в якому реалізований принцип живлення магнетронної системи біполярним імпульсним струмом складної форми, який був розроблений на кафедрі електроніки та управляючих систем ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Біполярні джерела живлення забезпечують подачу на магнетронну мішень, що розпилюється, імпульсу позитивної напруги, при цьому забезпечується робота магнетронної системи без дуг навіть на забрудненій мішені.

Для дослідження топографії поверхні використовували атомно-силовий мікроскоп     (АСМ). У цьому методі реєструється зміна сили взаємодії зонда (голки) з досліджуваною поверхнею. Голка розташовується на кінці консольної балки з відомою жорсткістю, яка здатна згинатися під дією невеликих сил, що виникають між поверхнею зразка і вершиною вістря [3]. 

Для вивчення морфології покриттів використовувалася електронно-іонний скануючий мікроскоп Quanta 200 3D. 

Встановлено, що на покриттях, отриманих за допомогою магнетронної розпилювальної системи, яка працює на постійному струмі, середня висота виступів дорівнює 100 нм, латеральні розміри виступів у підкладинки склали ~ 80 нм, а ширина виступу на половині висоти - приблизно 50 нм. При використанні імпульсного магнетронного розпилення середня висота виступів дорівнює 90 нм, латеральні розміри виступів у склали   ~ 40 нм, а ширина виступу на половині висоти - приблизно 10 нм.

Порівняння результатів свідчить, що застосування імпульсного магнетронного розпилення призводить до зміни шорсткості покриттів. Середній розмір виступів у підстави змінюється від 80 нм до 40 нм, а ширина виступу на половині висоти від 50 нм до 10 нм.
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